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Abstract (en)
Phase modulator structure has a lower cover deposit (21), an active waveguide (10) and an upper cover deposit (22). The active waveguide has
a central active section (11) and outer layers of compensation (12) using differing photo-luminous wavelengths, and having different modulation
functions to compensate for polarization.

Abstract (fr)
L'invention concerne un modulateur de phase à semiconducteur comprenant une couche de gaine inférieure, un guide d'onde actif et une
couche de gaine supérieure, déposés successivement sur un substrat en matériau III-V. Le guide d'onde actif comporte au moins une première
couche active, possédant une première longueur d'onde de photoluminescence (l1), et une deuxième couche active de compensation, possédant
une deuxième longueur d'onde de photoluminescence (l2). La longueur d'onde d'utilisation (l0) du modulateur est supérieure à la première
longueur d'onde de photoluminescence (l1) d'une valeur comprise entre 80 et 200nm, et elle est supérieure à la deuxième longueur d'onde de
photoluminescence (l2) d'une valeur supérieure à 300nm. <IMAGE>
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